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Диоксид ванадия (VO2) является уникальным материалом, который при температуре 67оC (для монокристаллов) претерпевает фазовый переход первого рода с изменением структуры из моноклинной (фаза М) с диэлектрической проводимостью в тетрагональную (фаза R) с металлической проводимостью. Переход диэлектрик-металл (ДМ) происходит практически мгновенно (<1 пс) и сопровождается огромным изменением в сопротивлении (до 105 раз). Электронному переходу в VO2 сопутствует резкое изменение оптической прозрачности в ИК и ТГц диапазонах. Это делает возможным использование диоксида ванадия в качестве оптического переключателя (ИК-, ТГц-диапазон) или чувствительного элемента детекторов ИК- и ТГц-излучения, оптически контролируемых фазируемых антенных решеток. Для применения в оптоэлектронике и фотонике диоксид ванадия интересен в виде тонких пленок высокого качества (с резким ДМ-переходом). Понижение температуры осаждения пленок может быть достигнуто при активации процесса роста с помощью плазмы. Это позволит использовать в качестве подложек более «мягкие» материалы, такие как полиимид.
Целью данной работы является оптимизация условий получения тонких пленок диоксида ванадия методом плазменно-активированного химического газофазного осаждения. 

Осаждение пленок проводили на кремниевые и стеклянные подложки исходя из различных прекурсоров – VO(i-OPr)3 и VOCl3 при давлении 1 мбар в присутствии газа-восстановителя водорода для осуществления перехода ванадия (V) в ванадий (IV). Источником высокочастотной аргоновой плазмы служил RF-генератор с частотой 2,45 GHz. В ходе экспериментов варьировалась мощность RF-генератора, количество газа-восстановителя, скорость подачи прекурсора и расположение подложки в плазме. Рентгенофазовый анализ пленок, полученных из изопропилата ванадила при отсутствии потока водорода, демонстрирует образование кристаллического V2O5. При добавлении в систему потока H2 происходит восстановление до VO2, что подтверждено также рамановской спектроскопией. При переходе к VOCl3 в качестве прекурсора в отсутствии газа-восстановителя наблюдали увеличение скорости роста пленок и понижение температуры процесса осаждения пленок (~80оС для оксохлорида ванадия против ~250oC для изопропилата ванадила), что связано с большей летучестью вещества и отсутствием органического заместителя в соединении. Понижение температуры осаждения привело к образованию мелкозернистых рентгеноаморфных пленок. Для установления фазового состава проводили дополнительную температурную обработку при 600оС в потоке Ar+5%H2 в течение 1-4 часов. Рентгенофазовый анализ образцов после четырехчасового отжига показал образование стехиометрического VO2.
